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[57]申請專利範圍
1.　一種鍍膜靶材之製備方法，係於一基材上製作一膜層，其特徵在於：該膜層係利用電鍍
(Electroplating)方法，將該基材置於一含金屬離子與磷/硼離子之電鍍液中進行電鍍施
行；然後將鍍覆完成之靶材置於清水中洗滌兩分鐘；其中，該電鍍參數為溫度 50℃、pH
值 1.3、電流密度 100mA/cm2及鍍膜時間 1至 5小時。
2.　如申請專利範圍第 1項所述之鍍膜靶材之製備方法，其中，該金屬離子係可為鎳、鋁、
鉻、鎢及其組合之任一者。
3.　如申請專利範圍第 1項所述之鍍膜靶材之製備方法，其中，該電鍍液包含 NiSO4．6H2O
(150克/升)、NiCl2．6H2O(45克/升)、NiCO3．10H2O(40克/升)、H3PO4(50克/升)及
H3PO3(50克/升)。
4.　一種鍍膜靶材之製備方法，係於一基材上製作一膜層，其特徵在於：該膜層係利用無電
鍍(Electroless plating)方法，將該基材置於一含金屬離子與磷/硼離子之無電鍍液中進行無
電鍍施行；然後將鍍覆完成之靶材置於清水中洗滌兩分鐘；其中，該無電鍍參數為容積
面積比 20cm3/cm2、溫度 70~90℃、pH值 4.0~5.8、鍍膜時間 1至 2小時及鍍膜批次 1~20
次。
5.　如申請專利範圍第 4項所述之鍍膜靶材之製備方法，其中，該金屬離子係可為鎳、鋁、
鉻、鎢及其組合之任一者。
6.　如申請專利範圍第 4項所述之鍍膜靶材之製備方法，其中，該無電鍍液為包含鎳離子及
磷離子之 NiSO4．6H2O(20克/升)、NaC4H4O4．6H2O(16克/升)及 NaH2PO2．H2O(27
克/升)。
圖式簡單說明
第 1圖，為本發明之複合鍍膜靶材示意圖。
第 2圖，為本發明之電鍍法靶材製作流程。
第 3圖，為本發明之無電鍍法靶材製作流程。
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